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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ガラスフリットを使用することなく、薄肉でガ
スバリア性に優れ、ガラスフリットの焼結工程を省略す
ることができ、有機ＥＬ素子の発光特性が損なわれるの
を防止し、１回のみの加熱工程で封止可能な素子封止体
、及びその製造方法を提供する。
【解決手段】基板ガラス３と、該基板ガラス上に載置さ
れた素子４と、該素子４を封止する保護ガラス２とを含
む素子封止体１であって、前記基板ガラス３と前記保護
ガラス２とが、加熱により直接接着していることを特徴
とする素子封止体とする。好ましくは、前記保護ガラス
２及び前記基板ガラス３の夫々の接触面側の表面粗さＲ
ａは２．０ｎｍ以下である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板ガラスと、該基板ガラス上に載置された素子と、該素子を封止する保護ガラスとを
含む素子封止体であって、
　前記基板ガラスと前記保護ガラスとが、加熱により直接接着していることを特徴とする
素子封止体。
【請求項２】
　前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側の表面粗さＲａが２．０ｎｍ以下
であることを特徴とする請求項１に記載の素子封止体。
【請求項３】
　前記保護ガラスと前記基板ガラスとの３０～３８０℃における熱膨張係数の差が、５×
１０－７／℃以内であることを特徴とする請求項１又は２に記載の素子封止体。
【請求項４】
　前記基板ガラス、及び前記保護ガラスは、オーバーフローダウンドロー法によって成形
されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の素子封止体。
【請求項５】
　前記基板ガラス及び／又は前記保護ガラスの厚みは、３００μｍ以下であることを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の素子封止体。
【請求項６】
　前記素子の厚みは、５００μｍ以下であることを特徴とする請求項１～５のいずれかに
記載の素子封止体。
【請求項７】
　前記基板ガラス及び／又は前記保護ガラスには、凹部が設けられていることを特徴とす
る請求項１～６のいずれかに記載の素子封止体。
【請求項８】
　前記保護ガラスは、前記素子を包囲し前記素子以上の厚みを有するスペースガラスと、
前記素子を被覆するカバーガラスからなり、
　加熱により前記基板ガラスと前記スペースガラス及び前記スペースガラスと前記カバー
ガラスとが夫々直接接着していることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の素子
封止体。
【請求項９】
　前記接触面側のＧＩ値が１０００ｐｃｓ／ｍ２以下であることを特徴とする請求項１～
８のいずれかに記載の素子封止体。
【請求項１０】
　歪点以下まで加熱されることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の素子封止体
。
【請求項１１】
　４００℃以下まで加熱されていることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の
素子封止体。
【請求項１２】
　基板ガラス上に素子を載置し、該素子を保護ガラスによって封止する素子封止体の製造
方法において、
　前記基板ガラス及び前記保護ガラスを貼り合わせた後、加熱することにより前記基板ガ
ラスと前記保護ガラスを直接接着することを特徴とする素子封止体の製造方法。
【請求項１３】
　前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側の表面粗さＲａが２．０ｎｍ以下
であることを特徴とする請求項１２に記載の素子封止体の製造方法。
【請求項１４】
　基板ガラス上に素子を載置し、該素子を保護ガラスによって封止する素子の封止方法に
おいて、
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　前記基板ガラス及び前記保護ガラスを貼り合わせた後、加熱することにより前記基板ガ
ラスと前記保護ガラスを直接接着することを特徴とする素子の封止方法。
【請求項１５】
　前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側の表面粗さＲａが２．０ｎｍ以下
であることを特徴とする請求項１４に記載の素子の封止方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等のフラットパネルディスプレイ
に用いられる素子を、ガラスを用いて封止した素子封止体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　省スペース化の観点から、従来普及していたＣＲＴ型ディスプレイに替わり、近年は液
晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、フィールドエミッショ
ンディスプレイ等のフラットパネルディスプレイが普及している。大型化が困難であり携
帯電話等小型デバイスのディスプレイとして普及している有機ＥＬディスプレイは、液晶
ディスプレイと比較して応答速度が速く、視野角に優れ、プラズマディスプレイと比較し
て消費電力が少ないため、大画面テレビとして量産されることが望まれており、大画面化
に向けて各社が開発を進めているのが現状である。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイに使用される発光素子は、酸素や水蒸気等の気体が接触すること
により劣化する。従って有機ＥＬディスプレイに使用される基板として、高いガスバリア
性を有するガラス基板を用いることが考えられている。しかしながら、ガラス基板同士の
接着に下記特許文献１に記載されているような樹脂製の封止剤を使用した場合、封止部の
ガスバリア性が不十分となるおそれがあり、その場合には長期間の使用によって樹脂製の
封止剤を透過して酸素や水蒸気等の気体が内部へと侵入し、発光素子が経年劣化するとい
う問題が生じる。
【０００４】
　上述した問題を解決するために、下記特許文献２では、ガラス基板同士を封止する場合
において、低融点ガラスフリットを使用し加熱処理を行うことによって、発光素子を封止
することが記載されている。下記特許文献２では、ＳｉＯ２、Ｂ２Ｏ３、Ａｌ２Ｏ３を含
む基礎成分と、少なくとも１種類の吸収成分（ＣｕＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｖ２Ｏ５、ＴｉＯ２

）とを含むガラス部分を有してなるフリット組成物を塗布した後、約７００℃で焼結し、
その後にレーザーを使用することによって、２枚の基板を融着させることで素子の封止を
行うことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２０７１５２号公報
【特許文献２】特開２００８－０４４８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、封止材としてガラスフリットを使用した場合、ガラスフリットの焼結工
程と、焼結後のガラスフリットによるガラス基板の封着工程の２段階の熱工程が必要にな
るという問題がある。工程が複雑になると、処理時間と処理費用が増大する。特に熱工程
は、加熱や冷却に時間が必要となり、また使用するエネルギーも増大する。その上、封止
材（ガラスフリット）自体のコストが必要となる。さらに、ガラスフリットによるガラス
基板の封着工程によって、有機ＥＬ素子の発光特性が損なわれるおそれもある。
【０００７】
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　本発明は、上述したような従来技術の問題点を解決するためになされたものであって、
ガラスフリットを使用することなく、ガスバリア性に優れ、ガラスフリットの焼結工程を
省略することができ、有機ＥＬ素子の発光特性が損なわれるのを防止し、１回のみの加熱
工程で封止可能な素子封止体、及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に係る発明は、基板ガラスと、該基板ガラス上に載置された素子と、該素子を
封止する保護ガラスとを含む素子封止体であって、前記基板ガラスと前記保護ガラスとが
、加熱により直接接着していることを特徴とする素子封止体に関する。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側の表面粗
さＲａが２．０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の素子封止体に関する。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、前記保護ガラスと前記基板ガラスとの３０～３８０℃における
熱膨張係数の差が、５×１０－７／℃以内であることを特徴とする請求項１又は２に記載
の素子封止体に関する。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、前記基板ガラス、及び前記保護ガラスは、オーバーフローダウ
ンドロー法によって成形されていることを特徴とする請求項１～３に記載の素子封止体に
関する。
【００１２】
　請求項５に係る発明は、前記基板ガラス及び／又は前記保護ガラスの厚みは、３００μ
ｍ以下であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の素子封止体に関する。
【００１３】
　請求項６に係る発明は、前記素子の厚みは、５００μｍ以下であることを特徴とする請
求項１～５のいずれかに記載の素子封止体に関する。
【００１４】
　請求項７に係る発明は、前記基板ガラス及び／又は前記保護ガラスには、凹部が設けら
れていることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の素子封止体に関する。
【００１５】
　請求項８に係る発明は、前記保護ガラスは、前記素子を包囲し前記素子以上の厚みを有
するスペースガラスと、前記素子を被覆するカバーガラスからなり、加熱により前記基板
ガラスと前記スペースガラス及び前記スペースガラスと前記カバーガラスとが夫々接着し
ていることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の素子封止体に関する。
【００１６】
　請求項９に係る発明は、前記接触面側のＧＩ値が１０００ｐｃｓ／ｍ２以下であること
を特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の素子封止体に関する。
【００１７】
　請求項１０に係る発明は、前記接触面は、歪点以下まで加熱されることを特徴とする請
求項１～９のいずれかに記載の素子封止体に関する。
【００１８】
　請求項１１に係る発明は、前記接触面は、４００℃以下まで加熱されていることを特徴
とする請求項１～１０のいずれかに記載の素子封止体に関する。
【００１９】
　請求項１２に係る発明は、基板ガラス上に素子を載置し、該素子を保護ガラスによって
封止する素子封止体の製造方法において、前記基板ガラス及び前記保護ガラスを貼り合わ
せた後、加熱することにより前記基板ガラスと前記保護ガラスを直接接着することを特徴
とする素子封止体の製造方法に関する。
【００２０】
　請求項１３に係る発明は、前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側の表面
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粗さＲａが２．０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１２に記載の素子封止体の製造
方法に関する。
【００２１】
　請求項１４に係る発明は、基板ガラス上に素子を載置し、該素子を保護ガラスによって
封止する素子の封止方法において、前記基板ガラス及び前記保護ガラスを貼り合わせた後
、加熱することにより前記基板ガラスと前記保護ガラスを直接接着することを特徴とする
素子の封止方法に関する。
【００２２】
　請求項１５に係る発明は、前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側の表面
粗さＲａが２．０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１４に記載の素子の封止方法に
関する。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１に係る発明によれば、基板ガラスと、該基板ガラス上に載置された素子と、該
素子を封止する保護ガラスとを含む素子封止体であって、前記基板ガラスと前記保護ガラ
スとが、加熱により直接接着していることから、薄肉で強固に封止された素子封止体が得
られる。また、ガラスによって封止されているから、ガスバリア性に優れ、酸素や水蒸気
等の気体による素子の劣化を防止することができる。
【００２４】
　尚、本発明における加熱による直接接着とは、基板ガラスと保護ガラスとが、他の介在
物（ガラスフリット、樹脂製等の接着剤等）なしに直接接着していることを意味する。加
熱による直接接着は、基板ガラスと保護ガラスとの接触面全体を加熱して接着する形態で
も良く、また、接触面の一部を加熱して接触面の一部のみを接着する形態でも良い。必ず
しも接触面全体を接着することを要さず、接触面の一部を、例えば、素子の周囲を取り囲
むように接着する形態も含まれる。
【００２５】
　請求項２に係る発明は、前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側の表面粗
さＲａが２．０ｎｍ以下であることから、保護ガラスと基板ガラスとの接触面が平滑であ
るため、保護ガラスと基板ガラスとを密着させることが可能となる。その上で、密着して
いる接触面を加熱することによって、歪点以下の低温で保護ガラスと基板ガラスとを接着
することができる。低温で接着可能であるため、封止される素子が熱によって劣化するの
を防止することができ、例えば、有機ＥＬ素子の発光特性が損なわれるのを防止すること
ができる。
【００２６】
　請求項３に係る発明によれば、前記保護ガラスと前記基板ガラスとの３０～３８０℃に
おける熱膨張係数の差が、５×１０－７／℃以内であることから、熱反り等が生じにくい
素子封止体とすることが可能となる。
【００２７】
　請求項４に係る発明によれば、前記保護ガラス、及び前記基板ガラスは、オーバーフロ
ーダウンドロー法によって成形されていることから、研磨工程を必要とすることなく極め
て表面精度の高いガラスを得ることが可能となる。これにより、保護ガラスと基板ガラス
との接触面がより平滑であるため、保護ガラスと基板ガラスとをより確実に密着させるこ
とが可能となる。これにより、保護ガラスと基板ガラスとの接触面における加熱温度を更
に下げることができるとともに、保護ガラスと基板ガラスとをより強固に接着することが
可能となる。
【００２８】
　請求項５に係る発明によれば、前記基板ガラス及び／又は前記保護ガラスの厚みは、３
００μｍ以下であることから、素子にある程度の厚みがあったとしても、ガラスの可撓性
によって素子を覆うようにして封止することが可能となる。
【００２９】
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　請求項６に係る発明によれば、前記素子の厚みは、５００μｍ以下であることから、基
板ガラス上に素子を嵌め込む凹部を設けなくても保護ガラスを貼り付けた後に加熱するこ
とによって素子を適切に封止することが可能となる。
【００３０】
　請求項７に係る発明によれば、前記基板ガラス及び／又は前記保護ガラスには、凹部が
設けられていることから、素子の厚みを回避しつつ、基板ガラスと保護ガラスとを貼り付
けた後に加熱することによって封止することができる。
【００３１】
　請求項８に係る発明によれば、前記保護ガラスは、前記素子を包囲し前記素子以上の厚
みを有するスペースガラスと、前記素子を被覆するカバーガラスからなり、加熱により前
記基板ガラスと前記スペースガラス及び前記スペースガラスと前記カバーガラスとが夫々
直接接着していることから、使用する素子の厚みに応じて、適切な封止が可能となる。
【００３２】
　請求項９に係る発明によれば、前記接触面のＧＩ値が１０００ｐｃｓ／ｍ２以下である
ことから、接触面が清浄であるため表面の活性度が損なわれておらず、保護ガラスと基板
ガラスとをより確実に密着させることが可能となる。
【００３３】
　請求項１０に係る発明によれば、歪点以下まで加熱されることから、素子が熱により劣
化するのを防止することができると共に、熱処理時におけるガラスの寸法変化を防止する
ことができるため、より精密に素子の封止が可能となる。
【００３４】
　請求項１１に係る発明によれば、４００℃以下まで加熱されていることから、特殊な低
融点ガラスを除くほとんどのガラスの歪点を下回り、熱処理時におけるガラスの寸法変化
をさらに確実に防止することができる。比較的低温の熱処理工程とすることができること
から、素子が熱によって影響を受けることをより確実に抑えることができる。
【００３５】
　請求項１２に係る素子封止体の製造方法は、前記基板ガラス及び前記保護ガラスを貼り
合わせた後、加熱することにより前記基板ガラスと前記保護ガラスを直接接着することか
ら、素子の劣化を防止しつつ、ガラスフリットを使用した場合に比べて薄肉で、強固に封
止された素子封止体を製造することができる。ガラスフリットを使用せず、また、熱処理
工程が１回のみであるため、時間と費用を削減しつつ、安価に素子封止体を製造すること
ができる。
【００３６】
　請求項１３に係る発明によれば、前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側
の表面粗さＲａが２．０ｎｍ以下であることから、保護ガラスと基板ガラスとの接触面が
平滑であるため、保護ガラスと基板ガラスとを密着させることが可能となる。その上で、
密着している接触面を加熱することによって、歪点以下の低温で保護ガラスと基板ガラス
とを接着することができる。低温で接着可能であるため、封止される素子が熱によって劣
化するのを防止しながら素子封止体を製造することができる。
【００３７】
　請求項１４に係る発明によれば、基板ガラス上に素子を載置し、前記素子を保護ガラス
によって封止する素子の封止方法において、前記基板ガラス及び前記保護ガラスを貼り合
わせた後、加熱することにより前記基板ガラスと前記保護ガラスを直接接着することで素
子を封止することから、素子の劣化を防止しつつ、ガラスフリットを使用した場合に比べ
て薄肉で、強固に素子を封止することができる。ガラスフリットを使用せず、また、熱処
理工程が１回のみであるため、時間と費用を削減しつつ、素子を封止することができる。
【００３８】
　請求項１５に係る発明によれば、前記保護ガラス及び前記基板ガラスの夫々の接触面側
の表面粗さＲａが２．０ｎｍ以下であることから、保護ガラスと基板ガラスとの接触面が
平滑であるため、保護ガラスと基板ガラスとを密着させることが可能となる。その上で、
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密着している接触面を加熱することによって、歪点以下の低温で保護ガラスと基板ガラス
とを接着することができる。低温で接着可能であるため、熱によって劣化するのを防止し
ながら素子を封止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係る素子封止体の図であって、（ａ）は平面図、（ｂ）はＡ－Ａ線断面
図である。
【図２】保護ガラス、及び、基板ガラスの製造装置の説明図である。
【図３】基板ガラスに凹部が設けられた図であって、（ａ）は平面図、（ｂ）はＢ－Ｂ線
断面図である。
【図４】保護ガラスがスペースガラスとカバーガラスとからなっている形態の素子封止体
の図であって、（ａ）は平面図、（ｂ）はＣ－Ｃ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、本発明に係る素子封止体の好適な実施形態について、図面を参照しつつ説明する
。
【００４１】
　本発明に係る素子封止体（１）は、図１に示す通り、基板ガラス（３）上に載置された
素子（４）を覆うように保護ガラス（２）が設けられており、保護ガラス（２）と基板ガ
ラス（３）との接触面の加熱により基板ガラス（３）と保護ガラス（２）とを直接接着さ
せることによって素子（４）は封止されている。
【００４２】
　保護ガラス（２）は、ケイ酸塩ガラスが用いられ、好ましくはシリカガラス、ホウ珪酸
ガラスが用いられ、最も好ましくは無アルカリガラスが用いられる。無アルカリガラスを
使用すると、シリカコートを施す必要がなく、工程数、コストを削減することができる。
保護ガラス（２）にアルカリ成分が含有されていると、アルカリ成分が溶出し、素子を損
傷させるおそれがある。尚、ここで無アルカリガラスとは、アルカリ成分（アルカリ金属
酸化物）が実質的に含まれていないガラスのことであって、具体的には、アルカリが１０
００ｐｐｍ以下のガラスのことである。本発明でのアルカリ成分の含有量は、好ましくは
５００ｐｐｍ以下であり、より好ましくは３００ｐｐｍ以下である。
【００４３】
　保護ガラス（２）の厚みは、好ましくは３００μｍ以下、より好ましくは１μｍ～２０
０μｍ、最も好ましくは１μｍ～１００μｍである。これにより保護ガラス（２）の厚み
をより薄くして、適切な可撓性を付与することができ、基板ガラス（３）上に載置された
素子（４）の上から直接保護ガラス（２）で覆うことによって適切に封止を行うことがで
きるからである。保護ガラス（２）の厚みが１μｍ未満であると、保護ガラス（２）の強
度が不足がちになり、衝撃により破損するおそれがある。
【００４４】
　基板ガラス（３）は、保護ガラス（２）と同様、ケイ酸塩ガラス、シリカガラス、ホウ
珪酸ガラス、無アルカリガラス等が用いられる。基板ガラス（３）については、保護ガラ
ス（２）との３０～３８０℃における熱膨張係数の差が、５×１０－７／℃以内のガラス
を使用することが好ましい。これにより、加熱による保護ガラス（２）と基板ガラス（３
）との接着後、常温まで冷却したときに、保護ガラス（２）と基板ガラス（３）との熱膨
張差に起因する熱反りが発生するのを効果的に防止することができる。
【００４５】
　保護ガラス（２）及び基板ガラス（３）の夫々の接触面の表面粗さＲａは２．０ｎｍ以
下であることが好ましい。Ｒａが２．０ｎｍを超えると、保護ガラス（２）と基板ガラス
（３）の単位面積当たりにおける接着面積が減少することにより、密着性に劣り、保護ガ
ラス（２）と基板ガラス（３）とを直接接着させるためには、高温が必要となる。保護ガ
ラス（２）及び基板ガラス（３）の夫々の接触面のＲａは、１．０ｎｍ以下であることが
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好ましく、０．５ｎｍ以下であることがより好ましく、０．２ｎｍ以下であることが最も
好ましい。Ｒａ値が低くなるほど、比較的低温の加熱によって、保護ガラスと基板ガラス
（３）とを直接接着させることが可能となり、加熱による素子（４）の劣化をより確実に
防止することができる。
【００４６】
　保護ガラス（２）及び基板ガラス（３）の夫々の接触面側のＧＩ値は１０００ｐｃｓ／
ｍ２以下であることが好ましい。これにより、保護ガラス（２）と基板ガラス（３）との
接触面が清浄であるため表面の活性度が損なわれておらず、比較的低温の加熱によって、
保護ガラスと基板ガラス（３）とを接着させることが可能となり、加熱による素子（４）
の劣化をより確実に防止することができる。本明細書においてＧＩ値とは、１ｍ２の領域
内に存在する長径１μｍ以上の不純粒子の個数（ｐｃｓ）のことである。保護ガラス（２
）及び基板ガラス（３）の接触面側のＧＩ値は、夫々５００ｐｃｓ／ｍ２以下であること
がより好ましく、１００ｐｃｓ／ｍ２以下であることが最も好ましい。
【００４７】
　本発明に使用される保護ガラス（２）及び基板ガラス（３）は、ダウンドロー法によっ
て成形されていることが好ましい。保護ガラス（２）及び基板ガラス（３）の表面をより
滑らかに成形することができるからである。特に、図２に示すオーバーフローダウンドロ
ー法は、成形時にガラス板の両面が、成形部材と接触しない成形法であり、得られたガラ
ス板の両面（透光面）には傷が生じ難く、研磨しなくても高い表面品位を得ることができ
るからである。これにより、比較的低温の加熱によって、保護ガラスと基板ガラス（３）
とを接着させることが可能となり、加熱による素子（４）の劣化をより確実に防止するこ
とができる。
【００４８】
　断面が楔型の成形体（６）の下端部（６１）から流下した直後のガラスリボン（Ｇ）は
、冷却ローラ（７）によって幅方向の収縮が規制されながら下方へ引き伸ばされて所定の
厚みまで薄くなる。次に、前記所定厚みに達したガラスリボン（Ｇ）を徐冷炉（アニーラ
）で徐々に冷却し、ガラスリボン（Ｇ）の熱歪を除き、ガラスリボン（Ｇ）を所定寸法に
切断して、保護ガラス（２）及び基板ガラス（３）が成形される。
【００４９】
　保護ガラス（２）、基板ガラス（３）のうち、厚みが少ないガラスについては、端辺が
食み出していないことが好ましい。食み出していると、ハンドリング時に食み出した部分
に引っかかることによって、保護ガラス（２）、基板ガラス（３）に割れや欠けが発生す
るおそれがある。保護ガラス（２）と基板ガラス（３）とが同一の大きさでもよい。
【００５０】
　封止される素子（４）は、特に限定されず、熱変換素子を含む各種ＭＥＭＳデバイス等
を使用することができる。本発明にかかる素子封止体（１）は、透光性に優れる保護ガラ
ス（２）で封止を行うため、受光素子や発光素子、光電変換素子、タッチパネル等を適切
に封止することができる。本発明に係る素子封止体（４）は、ガスバリア性に優れ、低温
で封止を行うことが可能であることから、有機ＥＬ素子等の発光体素子を特に適切に封止
することができる。
【００５１】
　素子（４）の厚みは、５００μｍ以下であることが好ましい。これにより、基板ガラス
（３）上に素子（４）を嵌め込む凹部を設けなくても保護ガラス（２）で覆うことによっ
て素子（４）を封止することが可能となるからである。素子（４）の厚みが５００μｍを
超える場合には、図３に示す通り、エッチング等によって、基板ガラス（４）上に素子（
４）の嵌合に見合った凹部（４１）を作製し、素子（４）を凹部（４１）に嵌め込んだ後
に保護ガラス（２）で覆うことによって封止を行えばよい。また、素子（４）の厚みの分
だけ基板ガラス（３）のエッチングを行い、素子（４）の上面と基板ガラス（４）の表面
の高さを揃えることが好ましい。保護ガラス（２）で素子（４）を覆った場合に、盛り上
がりや凹みが形成されるのを防止するためである。図３では、基板ガラス（４）に凹部（
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４１）を形成しているが、この形態には限定されず、保護ガラス（２）上に凹部（４１）
を形成してもよいし、基板ガラス（３）と保護ガラス（２）の両方に凹部（４１）を形成
してもよい。
【００５２】
　素子封止体（１）は、図１に示す通り、素子（４）の載置後に、保護ガラス（２）と基
板ガラス（３）とを貼り合わせた後、加熱することにより保護ガラス（２）と基板ガラス
（３）とを直接接着し、封着部（５）を作成する。これにより、ガラスフリットを使用す
ることなく、薄肉で強固に封止された素子封止体が得られ、１回の熱工程のみで素子を封
止することが可能となる。従って、１回の熱工程のみとなり、処理時間と処理費用を節約
することができる。その上、封止材（ガラスフリット）自体のコストも削減することがで
きる。
【００５３】
　保護ガラス（２）と基板ガラス（３）との接触面が平滑であるほど、保護ガラス（２）
と基板ガラス（３）とを密着させることが可能となる。その上で、密着している接触面を
加熱することによって、比較的低温で保護ガラス（２）と基板ガラス（３）とを直接接着
させることができる。
【００５４】
　素子（４）の耐熱性が比較的高く、素子（４）をより強固に封止することを希望する場
合は、封着部（５）は、基板ガラス（３）と保護ガラス（２）との接触面全体に構成され
ていることが好ましい。この場合、加熱手段としては、公知の焼成炉を使用することがで
きる。
【００５５】
　また、基板ガラス（３）と保護ガラス（２）との接触面の一部に封着部（５）が構成さ
れていても良い。この形態の場合、図１に示す通り、少なくとも素子（４）の周囲を取り
囲むように封着部（５）があれば良い。この場合の加熱手段としては、赤外線ランプ、レ
ーザー等の部分加熱手段を使用することができる。特にレーザーは、局部加熱が可能とな
り、素子（４）に対する熱の影響を最小限に抑えることができる。
【００５６】
　保護ガラス（２）と基板ガラス（３）とを直接接着させる時の加熱温度は、使用するガ
ラスの歪点以下とすることが好ましい。加熱温度を歪点以下とすることで、ガラスの熱変
形を防止することができ、より正確に素子（４）を封止することが可能となる。保護ガラ
ス（２）と基板ガラス（３）との夫々の接触面の表面粗さＲａが２．０ｎｍ以下であるこ
とにより、使用するガラスの歪点以下程度の加熱温度でも、封着部（５）を形成すること
ができる。具体的な加熱温度は、３００～６００℃の加熱温度が好ましく、素子の熱によ
る影響を防止するため３００～４００℃の加熱温度が最も好ましい。
【００５７】
　特に、保護ガラス（２）と基板ガラス（３）として共に無アルカリガラス（歪点６５０
℃以上）を使用することが好ましい。高歪点ガラス（歪点６５０℃以上）を使用すること
により、封着部（５）を形成するための加熱による熱変形をより確実に防止することがで
きる。
【００５８】
　保護ガラス（２）と基板ガラス（３）とを接着させる際の加熱時間については、特に限
定されない。設定温度まで加熱を行うことができれば、設定温度の保持時間に係らず、封
着部（５）が形成される。素子（４）の熱による劣化を防止すべく、１～５分間と加熱時
間は短いことが好ましい。また、使用する素子の耐熱性が高く、より確実な封止を望む場
合は、１０～１５分間、設定温度を保持してもよい。
【００５９】
　図４は、保護ガラスがスペースガラスとカバーガラスとからなっている形態の封止体の
図であって、（ａ）は平面図、（ｂ）はＣ－Ｃ線断面図である。
【００６０】
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　本実施形態に係る素子封止体（１）は、保護ガラス（２）がスペースガラス（２１）と
カバーガラス（２２）とからなっている。スペースガラス（２１）、カバーガラス（２２
）共に、オーバーフローダウンドロー法で成形されていることが好ましい。高い表面品位
を有するからである。スペースガラス（２１）は、素子（４）の厚み以上の厚みを有する
ことが好ましい。スペースガラス（２１）には、公知のレーザー、エッチング処理等によ
って、素子（４）と嵌合する孔が形成される。
【００６１】
　基板ガラス（３）上に素子（４）を載置し、該素子（４）を包囲するようにスペースガ
ラス（２１）を基板ガラス（３）と接触させる。その後に、素子（４）が覆われるように
スペースガラス（２１）とカバーガラス（２２）を接触させ、夫々の接触面の加熱により
直接接着することによって素子（４）の封止を行う。スペースガラス（２１）の一方の面
が基板ガラス（３）と、他方の面がカバーガラス（２２）と夫々接触面を形成するため、
夫々の接触面のＲａは、夫々２．０ｎｍ以下であることが好ましく、夫々の接触面のＧＩ
値は、１０００ｐｃｓ／ｍ２以下であることが好ましい。また、封着部（５）も、スペー
スガラス（２１）の一方の面と基板ガラス（３）との接触面と、スペースガラス（２１）
の他方の面とカバーガラス（２２）との接触面に、夫々形成される。
【実施例】
【００６２】
　以下、本発明の素子封止体を実施例に基づいて詳細に説明するが、本発明はこれらの実
施例に限定されるものではない。
【００６３】
（接着実験）
　縦１００ｍｍ、横１００ｍｍ、厚み７００μｍの矩形状の透明なガラス板を基板ガラス
として使用した。基板ガラスの上に積層する保護ガラスとして、縦８０ｍｍ、横８０ｍｍ
、厚み１００μｍの保護ガラスを使用した。基板ガラスと保護ガラスは、日本電気硝子株
式会社製の無アルカリガラス（製品名：ＯＡ－１０Ｇ、歪点６５０℃、３０～３８０℃に
おける熱膨張係数：３８×１０－７／℃）を使用した。オーバーフローダウンドロー法に
よって成形されたガラスを、未研磨の状態でそのまま使用するか、研磨及びケミカルエッ
チングの量を適宜制御することによって、Ｒａの制御を行った。基板ガラス、及び保護ガ
ラスの接触面側のＲａをＶｅｅｃｏ社製ＡＦＭ（Ｎａｎｏｓｃｏｐｅ　ＩＩＩ　ａ）を用
い、スキャンサイズ１０μｍ、スキャンレイト１Ｈｚ、サンプルライン５１２の条件で測
定した。Ｒａは、測定範囲１０μｍ四方の測定値から算出した。測定後、表１で示した試
験区に基板ガラス及び保護ガラスの夫々について区分けを行った。
【００６４】
　区分けを行った基板ガラス及び保護ガラスについて、洗浄、及び室内の空調を制御する
ことによって水中、及び空気中に含まれる塵埃の量の調節を行い、基板ガラス及び保護ガ
ラスの接触面側に付着する塵埃の量の調節を行うことによって、ＧＩ値の制御を行った。
ＧＩ値については、日立ハイテク電子エンジニアリング株式会社製のＧＩ７０００で測定
を行った。
【００６５】
　その後、それぞれ表１に示された区分けに従って、基板ガラスと保護ガラスとを密着さ
せた後に、表１で示した試験区に従って加熱処理を行い、実施例１～４の薄板ガラス積層
体を得た。尚、加熱処理は、ＡＤＶＡＮＴＥＣ社製電気マッフル炉（ＫＭ－４２０）を使
用することにより行った。設定温度に保持した電気炉に薄板ガラス積層体を入れ、１５分
間炉内にて加熱した後、加熱炉から取り出した。また、加熱処理を行っていないものを比
較例とした。
【００６６】
　実施例１～４、比較例における薄板ガラス積層体について、スクライブ割断試験を行っ
た。保護ガラスにスクライブラインを形成した後に折り割りを行った場合において、クラ
ックが進展して基板ガラスごと折り割りが可能であったものについて○を、クラックが基
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板ガラスまで進展せず保護ガラスのみ割断されたものについて×の評価を行った。結果を
表１に示す。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　表１に示される通り、実施例１～４については、保護ガラスに形成したスクライブライ
ンからクラックが基板ガラスまで進展して折り割りが可能であったため、加熱後に保護ガ
ラスと基板ガラスとが十分に直接接着していることがわかる。これにより、素子を十分に
封止することが可能であることがわかる。一方、加熱していない比較例については、基板
ガラスと保護ガラスとが貼り付いてはいたが、保護ガラスに形成したクラックが基板ガラ
スまで進展せず、保護ガラスのみ割断されたため、保護ガラスと基板ガラスとが接着され
ていないことがわかる。
【００６９】
（接着開始温度測定試験）
　下記表２に記載している試験区に区分けを行い、保護ガラス、基板ガラスの様々な表面
精度における接着開始温度について検討した。表２の区分け以外の使用材料、処理方法に
ついては、上述した接着実験と同様である。試験区毎に、２００℃から５０℃間隔で加熱
温度を設定し、加熱処理を行った後、上述と同様のスクライブ割断試験により、基板ガラ
スと保護ガラスとを同時に折り割りが可能となった温度を接着開始温度とした。結果を表
２に示す。
【００７０】

【表２】

【００７１】
　表２に示される通り、基板ガラス及び保護ガラスのＲａ値が小さいほど、接着開始温度
が低いという結果となった。これにより、基板ガラス及び保護ガラスのＲａ値を低くする
ことにより、加熱処理温度を低くすることができ、素子封止体を作製した場合に素子の熱
による劣化を効果的に防止することができることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明は、有機ＥＬ等の発光素子の封止に好適に使用することができる。
【符号の説明】
【００７３】
１　　素子封止体
２　　保護ガラス
２１　スペースガラス
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２２　カバーガラス
３　　基板ガラス
４　　素子
４１　凹部
５　　封着部
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